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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zur Messung interner Spannungen in einer integrierten 
Halbleitervorrichtung. 

In integrierten Halbleitervorrichtungen, wie beispielsweise Speicherchips usw., werden verschiedene interne 
Spannungen bendtigt, die Werte von z. B. 2,3 V, 3,5 V, 0,9 V usw. haben konnen. Diese intemen Spannungen einer 
integrierten Halbleitervorrichtung mussen vor deren Auslieferung uberpruft werden, urn einen zuverlassigen Betrieb der 
integrierten Halbleitervorrichtung gewahrleisten zu konnen. Hierzu werden bisher Tester eingesetzt, in denen jeweils 
eine Gleichspannungseinheit ("DC Unit") vorgesehen ist, die eine bekannte Gleichspannung (Referenzspannung) an 
die Halbleitervorrichtung, also beispielsweise einen Speicherchip, anlegt und gleichzeitig die zu uberprufende interne 
Spannung, im obigen Beispiel die Spannungen von 2,3 V, 3,5 V oder 0,9 V, an einem dafiir geeigneten Pad 
(Kontaktkissen) der Halbleitervorrichtung misst. 

Die zu iiberprufenden Halbleitervorrichtungen, auch DUTs ("Device Under Test") genannt, benotigen nun bei 
Parallelmessungen soviele Gleichspannungseinheiten wie DUTs vorhanden sind: jedem DUT ist fur die 
Parallelmessung seine eigene Gleichspannungseinheit zugeordnet. 

Sollen die internen Spannungen einer Vielzahl von Halbleitervorrichtungen, wie beispielsweise von SDRAMs, uberpruft 
werden, so ist fur ein paralleles Messen, was Voraussetzung fur eine kurze Messzeit ist, eine ebenso grosse Anzahl 
von Gleichspannungseinheiten in dem Tester erforderlich, was diesen ausserst aufwendig macht. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Anordnung zur Messung interner Spannungen in einer 
integrierten Halbleitervorrichtung zu schaffen, mit der mit geringem Aufwand eine Vielzahl von solchen integrierten 
Halbleitervorrichtungen parallel gemessen werden kann. 

Diese Aufgabe wird bei einer Anordnung der eingangs genannten Art erfindungsgemass dadurch gelost, dass in der 
Halbleitervorrichtung ein Vergleicher vorgesehen ist, an dessen einem Eingang die zu messende interne Spannung 
liegt, dessen anderer Eingang mit einer von einem externen Tester gelieferten Referenzspannung beaufschlagt ist und 
dessen Ausgang mit dem externen Tester verbunden ist, der meldet, ob die interne Spannung mit der 
Referenzspannung ubereinstimmt oder nicht. Dabei kann die Referenzspannung dem Vergleicher in diskreten 
Spannungsschritten oder als Rampensignal zugefuhrt werden. 

Die Erfindung geht damit einen vom bisherigen Stand der Technik vollkommen abweichenden Weg: der Vergleicher, 
der die zu messende interne Spannung (Vint) mit einer Referenzspannung (Vref) vergleicht, ist in die 
Halbleitervorrichtung, also das DUT, verlagert, so dass eine Vielzahl von Halbleitervorrichtungen bzw^ DUTs ohne 
weiteres parallel gemessen werden kann, indem die eine extern zugefuhrte Referenzspannung mit der 
entsprechenden intemen Spannung der jeweiligen Halbleitervorrichtungen verglichen wird. Der zusatzliche Aufwand 



Abstract 



Data supplied from the esp@cenet database - 12 



Description 



file://C:\Documents%20a 2/1 3/2004 



Page 2 of 3 
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vorharrfer™, EingabSAuW^e telSSZ^Mta, XieEntX * V "° *" * 
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externen Referenzspannung ubeLstimmt Schr.ttwe.ten gegebenen Genauigkeit mit der 

Aus g angdesVerg,eic^^^ 

messenden internen Spannung zu vergleichen 9 ' * eme Referenz spannung mit derzu 
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FySeSSSng einem Ei ^ng bzw. Pad einer 

Spannung Vint liegt an einem $££ ^^^ST^^TrJ * ■ Hne ' 1U me f Se " de interne 
anderen Eingang des Differenzverstarkers ? nSwST wahrend die Referenzspannung Vref dem 
ein entsprechenL PadTdem^ Ausgangssgnal des Differenzverstarkers 3 wird uber 

Vint kreuzt, schaltet das Ausgangssignal LcSS^S^^^SS?^^ ^ d ' e inteme Spannun 9 
kann genau eine Obereinstimmunq zwischen rZ^™ h° . hoch " ach niedn 9 °der umgekehrt. Damit 
internen Spannung, festgesteX werdS! Referenzs P annun 9 und '^mer Spannung, also auch die Grosse der 

2S SSSSS^ (DUTs) 2 geiiefert 

von HaibieitervUtuSgen mit nSrl^^ 

einen einzigen Spannungsgenerator eine 2S^3^rSl22!S5 angeordnet - Der Tester e ^"9» *«*» 

Beispielsweise betragt der Sollwert der zu testenden Spannung 2 3 V Es werden rhinc rr.r „.,» k * . 
interne Spannung in einem Toleranzbereich urn 2 3 V hPnimi Srt hJLifi ■ J en ® 9 h,ps fur 9 ut befunden, deren 
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getrimmt, werden. Die Trimmung erfolgt dadurch, dass Referenzelemente innerhalb der Spannungsgeneratoren mit 
Fuses zu- bzw. weggeschaltet werden. Auf diese Weise wird ein die interne Spannung Vint erzeugender Generator 
korrigiert, also getrimmt. 
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1 . Anordnung zur Messung interner Spannungen in einer integrierten Halbleitervorrichtung (2), dadurch 
gekennzeichnet, dass in der Halbleitervorrichtung (2) ein Vergleicher (3) vorgesehen ist, an dessen einem Eingang die 
zu messende interne Spannung liegt, dessen anderer Eingang mit einer von einem externen Tester (1) gelieferten 
Referenzspannung (Vref) beaufschlagt ist und dessen Ausgang mit dem externen Tester (1) verbunden ist, der 
feststellt, ob die interne Spannung (Vint) mit der Referenzspannung (Vref) ubereinstimmt oder nicht. 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Tester (1 ) die Referenzspannung (Vref) dem 
Vergleicher (3) in diskreten Spannungsschritten zufuhrt. 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Tester (1) die Referenzspannung (Vref) dem 
Vergleicher (3) als Rampensignal zufuhrt. 

4. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzspannung (Vref) der 
Halbleitervorrichtung (2) uber ein Pad zugefiihrt ist. 

5. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Ausgang des Vergleichers 
(3) von "hoch" nach "niedrig" bzw. umgekehrt andert, wenn die Referenzspannung (Vref) die interne Spannung (Vint) 
im Differenzverstarker (3) kreuzt. 

6. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergleicher (3) ein 
Differenzverstarker ist. 

7. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von 
Halbleitervorrichtungen (2) parallel zu dem Tester (1) geschaltet ist. 

8. Verfahren zum Testen einer Vielzahl von integrierten Halbleiterbausteinen (2) auf Funktionsfahigkeit, bei dem die 
integrierten Halbleiterbausteine (2) bezuglich eines Eingangs fur die zuzufuhrende Referenzspannung (Vref) parallel 
geschaltet werden und bei dem die interne Spannung (Vint) jedes Halbleiterbausteins (2) mit der Referenzspannung 
(Vref) verglichen wird, urn die Hohe der internen Spannung (Vint) zu messen, und bei dem in Abhangigkeit von der 
gemessenen internen Spannung (Vint) der Halbleiterbaustein (2) als funktionsfahig oder nicht funktionsfahig 
gekennzeichnet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhangigkeit der gemessenen internen Spannung 
(Vint) ein die interne Spannung (Vint) erzeugender Spannungsgenerator (4) korrigiert wird. 
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Priifungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 

® Anordnung und Messung interner Spannungen in einer integrierten Halbleitervorrichtung 
" Die Erfindung betrifft sine Anordnung zur Messung in- 
terner Spannungen in einem DUT (2), bei der in jedem 
DUT (2) ein Vergleicher (3) vorgesehen ist, der die zu mes- 
sende interne Spannung (Vint) mit einer extern zugelie- 
ferten Referenzspannung (Vref) vergleicht. 
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Beschreibung werden. Alternativ konnte auch ein geeignetes KontroUsi- 

tv ,• . ~ , , gnal(z.B. "high" = Vint istgr66erals Vref; "low" = Vint ist 

w Erfin dung betnfft eine Anordnung zur kleiner als Vref) uber einen der vorhandenen EingabeSus 

Messung interner Spannungen in emer integrierten Halblei- gabe-Kanale der Halbleitervonichtung ausgegXn werden. 
ervornctitung „'.,.., 5 Liegt nun beispielsweise das Ausgangssignal des Verglei- 

JL 't 8 " h 'I, Halbleltervom 1 chtun S«n > wie beispiels- chers auf einem hohen Pegel, so kann dies bedeuten, dal d e 

weise Spe,cherch,ps usw., werden verschiedene interne interne Spannung niedriger als die Referenzspannung ist Ist 

Spannungen benotigt, die Werte von z. B. 2,3 V 34 V dagegen das Ausgangssignal des VergleichTauf einem 

0,9 V usw. haben konnen. Diese intemen Spannungen einer niedrigen Pegel, so bedeutet dies, dafi die interne Spannung 

integnerten Halbleitervornchtung miissen vor deren Auslie- to hoher als die Referenzspannung ist spannung 

ferung uberpriift werden, um einen zuverlassigen Betrieb Um nun die interne Spannung zu messen, kann entweder 

derrntegnertenHalbleite^ornchrunggewMeistenzukon- die Referenzspannung ir .diskreL Spannungs^Sein 

nen Hiercu werden bisher Tester eingesetzt, in denen je- gepragt werden, wobei nach jedem sJannungsS t extern 

weik erne Gtochspannungsemheit ("DC Unit") vorgesehen durch den Tester uberpriift 4d, ob sich SZe W 
in ? e !f .h , ?" ^hspannung (Referenzspannung) 15 „ung und die Referenzspannung in ihren Werten schon ge- 

Lt^ Tr, ?',, 3180 be,sp,elsweise einen kreuzt haben. Tritt eine solche Uberkreuzung ein, so bedfu- 

Speicherchip, anlegt und gleichzeiug die zu uberpriifende tet dies, daB die interne Spannung im Rahmen der durch die 

interne Spannung im obigen Beispiel die Spannungen von Schrittweiten gegebenen Genaui|keit mit der 2£?£ 

2 3 V, 3,5 V oder 0,9 V, an einem dafur geeigneten Pad ferenzspannung ubereinstimmt. 

( D^TbirSfSS f ^? tU " gn l^ u 20 EineandereM eg^hkeitbe S tehtdarin,dieReferenzs pan - 

DT m £L?T??^F Halbleitervornchtungen, auch nung als Rampensignal dem Vergleicher einzupragen. Dann 

DOT Device Under Test genannt, benotigen nun bei entspricht die interne Spannung in der HdbleitLLcSg 

ParaUetaessungen soviele Gleictapannungseinheiten wie der Referenzspannung in dem Zeitpunkt, in welchem def 

DUTs vorhanden smd: jedem DOT st fur die Parallelmes- Ausgang des Vergleichers eine Uberkringlwfsch» Z 

sung seme eigene Gleichspannungsemheit zugeordnet. 25 terner Spannung und Referenzspannung meldet 

Sollen die intemen Spannungen einer Vielzahl von Halb- Bei dem Vergleicher handelt es sichin bevorzugter Weise 

le.tervornchtungen, w,e beispielsweise von SDRAMs, um dnen Differenzverstarker. Selbstverst&dlkh Sn abfr 

uberpruft werden so .st fur ein parallel Messen, was Vor- fur den Vergleicher jede Schaltung gewS werderT die in 

aussetzung fur erne kurze MeBzeit ist, eine ebenso groBe derLage istfdie exteme ReferenipSTung inttSzume 

Anzahl von Gleichspannungseinheiten in dem lester erfor- 30 senden intemen Spannung zu vergleichen 

derhch was diesen auBerst aufwendig macht. Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnung 

Es ist daher Aufgabe der vorhegenden Erfindung, eine naher erlautert, in deren einziger Figur ein BlocShSd 

^T.n^ eSSUn ^ temerS rr gMineinerinte - einer Anordr,ungzurMessung g mtemerSpann™ g e7geS 
gnerten Halbleitervornchtung zu schaffen, mit der mit ge- ist 8 S™°W 

ringem Aufwand eine Vielzahl von solchen integrierten 35 Ein externer Tester 1 liefert an einem Ausgang eine Refe- 

Halbleitervornchtungen parallel gemessen werden kann. renzspannung Vref zu einem Eingang bzw. Pad^SS- 

Diese Aufgabe wird bei einer Anordnung der eingangs bleitervorrichtung (DVT) 2, in der als Vergleicher ein Diffe- 

E^S^t* gelost daB in der renzversUirker 3 integriert' ist. Eine zu me^e interne 

Halbleitervornchtung ein Vergleicher vorgesehen ist, an Spannung Vint liegt an einem Eingang dieses Differenzver- 

dessen einem Eingang me zu messende interne Spannung 40 starkers 3, wahrend die Referencing Vref 5 Zl 

hegt, dessen anderer Eingang mit emer von einem extemen ren Eingang des Differenzverstarkers 3 zugefuhrt ist Das 

Tester geheferten Referenzspannung beaufschlagt ist und Ausgangssignal des Differenzverstarkers 3 w^Tiiber ein 

2? kT 8 T T eXtCmen Te " er verbunden ist, der entsprechendes Pad zu dem extemen Tester 1 gelieferL 

meldet, ob d ie interne Spannung mit der Referenzspannung Die Referenzspannung Vref kann entwedef in diskreten 

ntX m v!S nlCh H- 2* J™ ^ Re r erenZSpan " 45 Spannungsschriuen als Stufensignal odeTS LtS- 
nung dem Vergle cher in diskreten Spannungsschritten oder ches Rampensignal dem Differenzverstarker 3 eingepragt 

^ Werdea u- Werden - SobM * Referenzspannung Vref die interne 

Die Erfindung geht damit einen vom bishengen Stand der Spannung Vint kreuzt, schaltet <L Ausgangssignal des Dif- 
Techmk vollkommen abweichenden Weg: der Vergleicher, ferenzverstarkers 3 von "hoch" nach "medrig" odermnge- 
derd,ezumessende^mterneS P annung(Vint)miteinerRefe- 50 kehrt. Damit kann genau eine Ubereinsdmmung zwisS 
renzspannung (VreO vergleicht, ist in die Halbleitervorrich- Referenzspannung und interner Spannung al^o auch die 
tung dso das DOT, verlager^ so daB eine Vielzahl von GroBe der intemen Spannung, festgSt LS. 

™ erV ° m H T e " bZ ? D ^ S ° hne WekereS paraM SelbstverstancUich kann die Referenzspannung parallel an 

gemessen werden kann indem die eine extern zugefUhrte eine Vielzahl von Halbleitervornchtungen (DUTs) 2 

Referenzspannung mit der entsprechenden intemen Span- 55 fert und deren Ausgangssignale von dem Tester 1 aufge- 

nung der jewel ligen Halbleitervornchtungen verglichen nommen werden. Das heiBt, ein paralleles Testen einer vfel- 

w^d. Der zusatzhche Aufwand ftir den Vergleicher ist rela- zahl von Halbleitervorrichiungen mit i SSl 

tiv genng und erfordert nur wemg Flache auf der integrier- spannung ist ohne weiteres moglich 

ten Halbleitervornchtung. Weiterhin kann auch die von dem Tester 1 geUeferte Re- 

Die Referenzspannung wird uber ein Pad bzw. Kontakt- 60 ferenzspannung variabel gestaltet werden so daB der Tester 

kisseneingepragtunddieseReferenzspannungsowiediezu 1 beispielsweise Referenzspannunge™ 23 IV 35 fund 

messende interne Spannung werden aufdieEingange des in 0,9 V abgeben kann una 

der Halbleitervornchtung vorgesehenen Vergleichers gelei- Wird eine Referenzspannung in Spannungsschritten an- 

KSEEtt? Veigleichers wkd T ch ^ gege " geIegt ' ^^^i^mSSSSSS^ 

! 5 tf T7 w^d voneinemexter- 65 groBer, je kleiner die einzelnen Schritte sind Eine demge- 

f I g ^. ' t el T h d3S A" 5 ^ 85 ^ Ver- genuber hohere Genauigkeit laBt sich mit einem Rampensi- 

gle-chers aufn.mmt. Das Ausgangssignal kann dabei direkt gnal als Referenzspannung erzeugen, da Tort geX die 

uber ein geeignetes Pad an den extemen Tester ausgegeben Uberkreuzung zwischen Referenzsp^nun^ {un! 
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Spannung gemessen werden kann. 

Durch die Anordnung gemaB der Erfindung wird ermog- 
lich, eine Vielzahl von integrierten Halbleiterchips parallel * 
zu testen. Die Halbleiterchips sind zum Test ublicherweise 
auf einer Testplatine angeordnet. Der Tester erzeugt durch 5 
einen einzigen Spannungsgenerator eine einzige rampenar- 
tig verlaufende Referenzspannung, die samtlichen parallel 
zu testenden Chips zugefuhrt wird. Da nur eine begrenzte 
Anzahl von Spannungsgeneratoren am Tester verfugbar ist, 
werden dort Ressourcen gespart. Jeder der zu testenden 10 
Chips gibt uber den chipinternen Vergleicher 3 einen digita- 
len Impuls ab. Zum Empfang dieser digitalen Impulse weist 
der Tester eine Vielzahl von Eingangskanalen auf. Es ist mit 
der Erfindung daher problemlos moglich, eine Vielzahl von 
Chips parallel zu testen. 15 

Beispielsweise betragt der Sollwert der zu testenden 
Spannung 2,3 V. Es werden jene Chips fur gut befunden, de- 
ren interne Spannung in einem Toleranzbereich um 2,3 V 
herumliegt, beispielsweise von 2,2 V bis 2,4 V. Chips, die 
auBerhalb dieses Toleranzbereichs liegende interne Span- 20 
nungen Vint liefem, werden als unbrauchbar verworfen. Ge- 
gebenenfalls konnen in Abhangigkeit von dem MeBergebnis 
chipinterne Spannungsgeneratoren nachjustiert, d. h. ge- 
trimmt, werden. Die Irimmung erfolgt dadurch, daB Refe- 
renzelemente innerhalb der Spannungsgeneratoren mit Fu- 25 
ses zu- bzw. weggeschaltet werden. Auf diese Weise wird 
ein die interne Spannung Vint erzeugender Generator korri- 
giert, also getrimmt. 

Patentanspriiche 30 

1. Anordnung zur Messung interner Spannungen in ei- 
ner integrierten Halbleitervorrichtung (2), dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Halbleitervorrichtung (2) ein 
Vergleicher (3) vorgesehen ist, an dessen einem Ein- 35 
gang die zu messende interne Spannung liegt, dessen 
anderer Eingang mit einer von einem externen Tester 
(1) gelieferten Referenzspannung (Vref) beaufschlagt 
ist und dessen Ausgang mit dem externen Tester (1) 
verbunden ist, der feststellt, ob die interne Spannung 40 
(Vint) mit der Referenzspannung (Vref) ubereinstimmt 
oder nicht. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Tester (1) die Referenzspannung (Vref) 
dem Vergleicher (3) in diskreten Spannungsschritten 45 
zufuhrt. 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Tester (1) die Referenzspannung (Vref) 
dem Vergleicher (3) als Rampensignal zufuhrt. 

4. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 50 
durch gekennzeichnet, daB die Referenzspannung 
(Vref) der Halbleitervorrichtung (2) iiber ein Pad zuge- 
fuhrt ist. 

5. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich der Ausgang des Ver- 55 
gleichers (3) von "hoch" nach "niedrig" bzw. urnge- 
kehrt andert, wenn die Referenzspannung (Vref) die in- 
terne Spannung (Vint) im Differenzverstarker (3) 
kreuzt. 

6. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB der Vergleicher (3) ein Dif- 
ferenzverstarker ist. 

7. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Vielzahl von Halblei- 
tervorrichtungen (2) parallel zu dem Tester (1) geschal- 65 
tet isL 

8. Verfahren zum Testen einer Vielzahl von integrier- 
ten Halbleiterbausteinen (2) auf Funktionsfahigkeit, 



bei dem die integrierten Halbleiterbausteine (2) beziig- 
lich eines Eingangs fur die zuzufuhrende Referenz- 
spannung (Vref) parallel geschaltet werden und bei 
dem die interne Spannung (Vint) jedes Halbleiterbau- 
steins (2) mit der Referenzspannung (Vref) verg lichen 
wird, um die Hone der internen Spannung (Vint) zu 
messen, und bei dem in Abhangigkeit von der gemes- 
senen intemen Spannung (Vint) der Halbleiterbaustein 
(2) als funktionsfahig oder nicht funktionsfahig ge- 
kennzeichnet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB in Abhangigkeit der gemessenen internen 
Spannung (Vint) ein die interne Spannung (Vint) erzeu- 
gender Spannungsgenerator (4) korrigiert wird. 
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